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A) bipolární tranzistor


Měření jsme provedli pro tranzistor UK507.


1) Změřte UKEsat = f (IB) pro 	IK = 0, 0.1, 1, 10 mA


				IB  = 0 až 1 mA





Sestavili jsme obvod dle přiloženého schématu a naměřili jsme následující hodnoty:





pro IK = 0 mA


UKE  [V]�
0,013�
0,014�
0,015�
0,016�
0,017�
0,019�
0,020�
0,021�
0,021�
0,023�
�
IB [mA]�
0,1�
0,2�
0,3�
0,4�
0,5�
0,6�
0,7�
0,8�
0,9�
1,0�
�



pro IK = 0,1 mA


UKE  [V]�
0,035�
0,032�
0,028�
0,025�
0,021�
0,022�
0,023�
0,024�
0,025�
0,026�
�
IB [mA]�
0,1�
0,2�
0,3�
0,4�
0,5�
0,6�
0,7�
0,8�
0,9�
1,0�
�



pro IK = 1 mA


UKE  [V]�
0,095�
0,082�
0,075�
0,052�
0,040�
0,039�
0,038�
0,038�
0,035�
0,031�
�
IB [mA]�
0,1�
0,2�
0,3�
0,4�
0,5�
0,6�
0,7�
0,8�
0,9�
1,0�
�



pro IK = 10 mA


UKE  [V]�
0,015�
0,016�
0,017�
0,017�
0,018�
0,019�
0,020�
0,021�
0,021�
0,022�
�
IB [mA]�
0,1�
0,2�
0,3�
0,4�
0,5�
0,6�
0,7�
0,8�
0,9�
1,0�
�



2) Změřte proudový zesilovací činitel ( na hranici saturace při IK = 0.1, 1, 10 mA


Při měření proudového zesilovacího činitele jsme se snažili udržet napětí Ukb nulové.


Proudový zesilovací činitel jsme potom určili ze vzorce: � VLOŽIT Equation.2  ���


	IK = 0.1 mA		naměřené IB = 0.0028 mA	( = 35.6





	IK = 1 mA		naměřené IB = 0.1887 mA	( = 5.3





	IK = 10 mA		naměřené IB = 10.99 mA	( = 0.91





3) Zopakujte měření 1) a 2) pro inverzní zapojení tranzistoru (měření neprovádějte pro IK = 10 mA)


Inverzní zapojení se od normálního liší pouze prohozením emitoru s kolektorem.





pro IK = 0 mA


UKE  [mV]�
0,8�
0,8�
0,8�
0,8�
0,9�
0,9�
1,0�
1,1�
1,1�
1,2�
�
IB [mA]�
0,1�
0,2�
0,3�
0,4�
0,5�
0,6�
0,7�
0,8�
0,9�
1,0�
�



pro IK = 0,1 mA


UKE  [mV]�
39,0�
15,8�
10,9�
8,5�
7,3�
6,5�
5,9�
5,5�
5,2�
4,9�
�
IB [mA]�
0,1�
0,2�
0,3�
0,4�
0,5�
0,6�
0,7�
0,8�
0,9�
1,0�
�



Pro IK = 1 mA se nám už nepodařilo dosáhnout požadovaného proudu s ohledem na možnost poškození tranzistoru.





IK = 0,1 mA		IB = 0,078 mA		( = 1,28





IK = 1 mA		IB = 1,23 mA		( = 0,81





4) Vyneste graficky závislost UKEsat = f (IB) a UKEsat = f (IK) pro normální i inverzní zapojení
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5) Odvoďte a nakreslete náhradní schéma spínače při IB = 0,5 mA





�


kde 	U=0.02 V


	R=20 (


�



B) unipolární tranzistor





1) Změřte závislost UKE = f (UGE) pro UGE = -12 až +12 V, UCC = 2 V, RK = 12 k(








UGE [V]�
-12�
-10�
-8�
-6�
-4�
-2�
0�
2�
4�
6�
8�
10�
12�
�
UKE [V]�
2�
1,64�
0,58�
0,34�
0,25�
0,19�
0,16�
0,14�
0,13�
0,12�
0,10�
0,09�
0,07�
�



2) Pro UGE = 12 V změřte závislost IC = f (UCC), pro UCC = -10 až +10 V





IC [mA]�
0,79�
0,68�
0,49�
0,32�
0,16�
0,02�
0,16�
0,31�
0,48�
0,63�
0,79�
�
UCC�
-10�
-8�
-6�
-4�
-2�
0�
2�
4�
6�
8�
10�
�









3) Vyneste graficky závislost UKE = f (UGE) a IC = f (UKE) z naměřených hodnot.





�


�








4) Z naměřených hodnot nakreslete náhradní schéma tranzistoru MOSFET pro UCC = 2 V, RK = 50
